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Beschreibung 

Trager mit einer Metallflache und mindestens ein darauf ange- 
ordneter Chip 

Die Erfindung betrifft einen Trager und einen damit verbunde- 
nen Chip. Der Trager weist eine Metallflache auf , auf dem der 
Chip angeordnet ist. 

Es ist bekannt, Schaltungsanordnungen in Hybridtechnologie 
herzustellen. Dazu werden Chips mit Halbleiterbauelementen 
ohne Chipgehause direkt auf einen Keramiktrager, in dem Lei- 
terbahnen aus Kupfer angeordnet sind, elektrisch kontaktiert 
und befestigt. Die Chips weisen Riickseitenmetallisierungen 
auf, die direkt an Metallf lachen aus Kupfer, die auf dem Tra- 
ger angeordnet sind und mit den Leiterbahnen verbunden sind, 
angrenzen. Zum Schutz der Metallf lachen vor Oxidation ist es 
bekannt, die Metallf lachen mit einer ca. 1 p bis 2 /xm dicken 
Schutzschicht aus Nickel zu versehen. 

Wenn eine solche Schaltungsanordnung einer gro£eren Anzahl an 
starken Temperaturschwankungen ausgesetzt wird, hat es sich 
gezeigt, dass die Verbindung zwischen dem Trager und den 
Chips so sprode wird, dass die in den Chips enthaltenen Leis- 
tungshalbleiterbauelementen entstehende Warme nicht mehr aus- 
reichend abgefiihrt werden kann, was zur Zerstorung der Chips 
fuhrt. Vermutlich beruht der Effekt auf die unterschiedlichen 
thermischen Ausdehnungskoef f izienten der Metallf lachen und 
der Riickseitenmetallisierungen. 

Es gibt viele Anwendungen fur Schaltungsanordnungen, die eine 
hohe Stabilitat der Schaltungsanordnungen gegeniiber Tempera- 
turschwankungen erfordern. Dies ist beispielsweise der Fall 
beim Einsatz einer Schaltungsanordnung in einem Kraftfahr- 
zeug. Gerade in sehr kalten Gebieten musJ eine z. B. in einem 
Startergenerator angeordnete Schaltungsanordnung eine Tempe- 
raturanderung von -40°C auf +160°C innerhalb von ca. 10 Se- 
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kunden iiberstehen, wenn das Kraf tf ahrzeug in Betrieb genommen 
wird. Erwunscht ist, dass eine solche Schaltungsanordnung 
mindestens 1000, besser mehr als 2000, solcher Temper at urzyk- 
len ohne Schaden ubersteht. 

Der Erfindung liegt folglich die Aufgabe zugrunde, einen Tra- 
ger mit einer Metallflache und mindestens einen darauf ange- 
ordneten Chip anzugeben, deren Verbindung gegenuber Tempera - 
turschwankungen stabiler ist als im Vergleich zum Stand der 
Technik. 

Die Aufgabe wird gelost durch einen Trager mit einer Metall- 
flache und durch mindestens einen darauf angeordneten Chip 
mit folgenden Merkmalen: Die Metallflache besteht im Wesent- 
lichen aus Kupfer. Der Chip weist eine Ruckseitenmetallisie- 
rung auf . Auf der Metallflache ist eine Puf f erschicht ange- 
ordnet, die im Wesentlichen aus Nickel besteht und zwischen 
5 Mm und 10 /zm dick ist. Der Chip weist kein Chipgehause auf 
und ist derart auf der mit der Puf f erschicht versehenen Me- 
tallflache angeordnet, dass zwischen der Ruckseitenmetalli- 
sierung des Chips und der Puf f erschicht nur ein Verbindungs- 
medium zur festen Verbindung des Trager s mit dem Chip ange- 
ordnet ist. 

Es hat sich uberraschenderweise gezeigt, dass eine solch di- 
cke Puf ferschicht aus Nickel die Stabilitat der Verbindung 
zwischen dem Trager und dem Chip gegenuber Tempera turschwan- 
kungen stark erhoht. Vermutlich gleicht die Puf ferschicht die 
unterschiedlichen Temperaturkoef f izienten von der Metallfla- 
che und der Ruckseitenmetallisierung aus, oder fiihrt die Puf- 
ferschicht zu einem sanfteren Temperaturausgleich zwischen 
Metallflache und Ruckseitenmetallisierung. 

Die Anordnung aus einem solchen Trager und Chip kann mehr als 
2000 Tempera turzyklen, bei denen jeweils innerhalb von weni- 
ger als 10 Sekunden eine Temperaturanderung von -40°C auf 
+160°C stattfindet, ohne Schaden iiberstehen. 
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Auch Bondverbindungen, die vorzugsweise aus Aluminium beste- 
hen und von der Oberseite des Chips bis zum Trager reichen, 
sind aufgrund der Puf f erschicht stabiler. 

Eine besonders hohe Stabilitat der Verbindung zwischen dem 
Trager und dem Chip und zugleich einen ausreichend schnellen 
Warmetransport zwischen dem Trager und dem Chip wird erzielt, 
wenn die Dicke der Puf f erschicht zwischen 7 /im und 9 /im, vor- 
zugsweise etwa 8 Mm dick ist. 

Die Ruckseitenmetallisierung besteht beispielsweise aus einer 
Mehrschichtmetallisierung, die z.B. Cr, Ti, Ni, Au enthalten 
kann. Es sind alle handelsiiblichen Riickseitenmetallisierungen 
verwendbar . 

Die Pufferschicht kann neben Nickel an seiner Oberflache auch 
eine diinne oxidierte Schicht aufweisen. 

Die Pufferschicht enthalt vorzugsweise an seiner dem Chip zu- 
gewandten Oberflache eine Schutzschicht , die im Wesentlichen 
aus Gold besteht. Die Schutzschicht schiitzt das Nickel der 
Pufferschicht vor Oxidation. Die Schutzschicht ist vorzugs- 
weise zwischen 0,05 und 0,3 Jim dick und wird beispielsweise 
durch chemische Verfahren aufgebracht. Eine reduktive Ver- 
starkung der Goldschicht ist moglich. 

Vorzugsweise besteht der Trager im Wesentlichen aus dem Me- 
tall der Metallf lache. Der Trager besteht also im Wesentli- 
chen aus. einer Metallplatte. Ein Teil der Metallplatte bildet 
die Metallf lache. Da ein solcher als elektrische Leitung die- 
nender Trager einen wesentlich groSeren Querschnitt aufweist 
als Leiterbahnen in einem Trager aus Keramik, konnen beson- 
ders hohe Strome dem Chip zugefiihrt werden. Dariiber hinaus 
ist die Zwischenpuf ferung und die Abfuhr von im Chip erzeugte 
Warme wesentlich schneller. 
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Alternativ enthalt der Trager eine Platte aus Keramik, auf 
der die Metallflache als Kontaktf lache des Chips aufgebracht 
ist. 



Im Folgenden wird ein Ausfiihrungsbeispiel der Erfindung an- 
hand der Figur naher erlautert. 

Die Figur zeigt einen Querschnitt durch einen Trager mit ei- 
ner Metallflache, einer eine Schutzschicht enthaltende Puf- 
f erschicht, ein Verbindungsmedium und einen Chip. 

Im Ausfiihrungsbeispiel ist ein Trager T und ein damit verbun- 
dener Chip C vorgesehen. Der Chip C weist kein Chipgehause 
auf und enthalt einen Leistungshalbleiter . Der Chip c weist 
eine Riickseitenmetallisierung R aus Aluminium auf (siehe Fi- 
gur) . 



Der Trager T besteht im Wesentlichen aus einer Platte aus 
Kupfer. Ein Teil des Tragers T auf dem der Chip C angeordnet 
ist, wird als Metallflache M bezeichnet. 

Auf dem Trager T ist eine ca. 8 urn dicke Puf f erschicht P auf- 
gebracht. Die Puff erschicht P besteht im Wesentlichen aus Ni- 
ckel, enthalt jedoch an seiner dem Chip c zugewandten Ober- 
f lache eine ca. 0,15 urn dicke Schutzschicht S aus Gold. 

Zum Befestigen des Chips C auf die mit der Puf f erschicht P 
versehene Metallflache M des Tragers T ist ein Verbindungsme- 
dium V zwischen der Riickseitenmetallisierung R und der Puf- 
f erschicht P angeordnet. Das Verbindungsmedium V besteht bei- 
spielsweise aus Lot oder aus einem Leitkleber. 
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Patentanspruche 

1. Trager mit einer Metallflache und ein darauf angeordneter 
Chip, 

5 - bei dem die Metallflache (M) im wesentlichen aus Kupfer be- 
steht, 

- bei dem der Chip (C) eine Ruckseitenmetallisierung (R) auf- 
weist, 

- bei dem auf der Metallflache (M) eine Puf f erschicht (P) an- 
10 geordnet ist, die im wesentlichen aus Nickel besteht und 

zwischen 5 und 10 \xm dick ist, 

- bei dem der Chip (C) ohne Chipgehause derart auf der mit 
der Puf f erschicht (P) versehenen Metallflache (M) angeord- 
net ist, daS zwischen der Ruckseitenmetallisierung (R) des 

15 Chips (C) und der Puf f erschicht (P) nur ein Verbindungsme- 
dium (V) zur festen Verbindung des Tragers (T) mit dem Chip 
(C) angeordnet ist. 

2. Trager und Chip nach Anspruch 1, 

20 - bei dem die Puf f erschicht (P) zwischen 7 jam und 9 |xm dick 
ist . 

3 . Trager und Chip nach Anspruch 1 oder 2 , 

- bei dem die Ruckseitenmetallisierung (R) im wesentlichen 
25 aus Aluminium besteht. 

4. Trager und Chip nach einem der Anspriiche 1 bis 3, 

- bei dem die Puf f erschicht (P) an seiner dem Chip (C) zuge- 
wandten Oberflache eine Schutzschicht (S) enthalt, die im 

30 wesentlichen aus Gold besteht. 

5. Trager und Chip nach einem der Anspriiche 1 bis 4, 

- bei dem der Trager (T) im wesentlichen aus dem Metall der 
Metallflache (M) besteht. 

35 



BEST AVAILABLE COPY 



2001P0C 2 

6 

6. Trager und Chip nach einem der Ansprliche 1 bis 4, 

- bei dem der Trager (T) eine Platte aus Keramik enthalt, 

der die Metallflache (M) als Kontaktf lache des Chips (C) 
ft 

aufgebracht ist. 
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Zusammenf assung 

Trager mit einer Metallflache und mindestens ein darauf ange- 
ordneter Chip 

5 

Die Metallflache (M) besteht im Wesentlichen aus Kupfer. Der 
Chip (C) weist eine Riickseitenmetallisierung (R) auf . Auf der 
Metallflache (M) ist eine Puf f erschicht (P) angeordnet, die 
im Wesentlichen aus Nickel besteht und zwischen 5 tim und 10 
10 iim dick ist. Der Chip (C) weist kein Chipgehause auf und ist 
derart auf der mit der Puf f erschicht (P) versehenen Metall- 
flache (M) angeordnet, dass zwischen der Riickseitenmetalli- 
sierung (R) des Chips (C) und der Puf f erschicht (P) nur ein 
Verbindungsmedium (V) angeordnet ist. 

15 

Figur 
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